Cognoms i Nom: Codi:

Examen parcial de Fisica ELECTRONICA Model A
12 d’abril del 2012

Questions (50% de I'examen)
A cada questi6 només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara.
Puntuacid: correcta (1 punt), incorrecta (-0.25 punts), en blanc (0 punts).

1.- Quina de les seglents afirmacions és certa?

a) Pels semiconductors intrinsecs la diferéncia d’energia entre les bandes de conduccié i de
valencia és nul-la.

b) La conduccio eléctrica en un semiconductor extrinsec tipus p és majoritariament deguda als
forats que hi ha a la banda de valencia.

c) En els semiconductors extrinsecs de tipus n el nombre d'electrons i de forats és el mateix.

d) En els semiconductors intrinsecs el nombre d'electrons és més gran que el nombre de forats.

2.- La figura representa la part d’un circuit on hi ha una resistencia i un diode amb una tensié
llindar V,,= 0.7 V, i per on hi circulen respectivament els corrents Ir i l4. Si inicialment el diode
condueix i la intensitat total I augmenta, indiqueu quina de les segiients afirmacions és correcta:
a) lr augmenta.

b) La diferencia de potencial als extrems de la resisténcia disminueix.

¢) lg no varia.

d) Iz no varia.

lg

3.- Les tensions caracteristiques dels dos diodes Zener del circuit de la figurason V, = 0.7 Vi

Vz =10 V. Si les dues resistencies son de 1 kQ i la fem de la pila és de 20 V, digueu quina de les
seguents afirmacions és correcta:

a) =1

b) 1, = 10 mA

c) I, =0.7mA

Iy

Ry
— /x/ \ 4 R,




4.- A la figura es mostren les corbes caracteristiques de sortida d’un transistor bipolar d’unié en
configuracio d’emissor comu amb un potencial de contacte V, = 0.7 V. També es mostra la recta
de carrega, aixi com els valors de Vce i Ic quan aquesta talla els eixos. Si Rg = 100 kQ, indiqueu
quina de les seglients afirmacions és correcta:

a) Vee=12V

b) Quan el transistor esta en el punt Q, Vgg = 10.7 V.

C) Rc=2kQ

d) Quan el transistor esta en el punt P de la zona activa, 5= 200

Vee T le

10 mA 15=100 DA
15=75 LA
5mA’ 15=50 HA
\f=25 LA
TV,
— v ¢

5.- El circuit de la figura correspon a una porta logica. Quina de les seguents afirmacions és
correcta ?

a) Si Va = Vg =5V els dos transistors estan a la zona de tall i Vot =5 V.

b) Si Va = Vg =0 els dos transistors estan a la zona activa i Vou = 0.

€)SiVa=5ViVg=0V el transistor A esta a la zona de saturacio, el B a la de tall i Vo, = 0.
d) SiVa=01iVg =5V el transistor A esta a la zona activa, el Baladetall i Vo, =5 V.

5VT

Va

Ve



Cognoms i Nom: Codi:

Examen parcial de Fisica ELECTRONICA Model B
12 d’abril del 2012

Questions (50% de I'examen)
A cada questi6 només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara.
Puntuacid: correcta (1 punt), incorrecta (-0.25 punts), en blanc (0 punts).

1.- Quina de les seglents afirmacions és certa?

a) Pels semiconductors intrinsecs la diferéncia d’energia entre les bandes de conduccié i de
valencia és nul-la.

b) En els semiconductors intrinsecs el nombre d'electrons és més gran que el nombre de forats.
c) En els semiconductors extrinsecs de tipus n el nombre d'electrons i de forats és el mateix.

d) La conducci6 eléctrica en un semiconductor extrinsec tipus p és majoritariament deguda als
forats que hi ha a la banda de valencia.

2.- La figura representa la part d’un circuit on hi ha una resistencia i un diode amb una tensio
llindar V,,= 0.7 V, i per on hi circulen respectivament els corrents Ir i l4. Si inicialment el diode
condueix i la intensitat total I augmenta, indiqueu quina de les segiients afirmacions és correcta:
a) Iz no varia.

b) La diferencia de potencial als extrems de la resisténcia disminueix.

¢) lg no varia.

d) Ir augmenta.

lg

3.- Les tensions caracteristiques dels dos diodes Zener del circuit de la figurason V, = 0.7 Vi

Vz =10 V. Si les dues resistencies son de 1 kQ i la fem de la pila és de 20 V, digueu quina de les
seguents afirmacions és correcta:

a) I, = 0

b) I, = 0.7 mA

c) I, =10 mA

d) I, =1,. W R
Iy

Ry
— /x/ \ 4 R,




4.- A la figura es mostren les corbes caracteristiques de sortida d’un transistor bipolar d’unié en
configuracio d’emissor comu amb un potencial de contacte V, = 0.7 V. També es mostra la recta
de carrega, aixi com els valors de Vce i Ic quan aquesta talla els eixos. Si Rg = 100 kQ, indiqueu
quina de les seglients afirmacions és correcta:

a) Vee=12V

b) Rc =2 kQ.

c) Quan el transistor esta en el punt Q, Vgg = 10.7 V

d) Quan el transistor esta en el punt P de la zona activa, 5= 200

Vee T le

10 mA 15=100 DA
15=75 LA
5mA’ 15=50 HA
\f=25 LA
TV,
— v ¢

5.- El circuit de la figura correspon a una porta logica. Quina de les seguents afirmacions €és
correcta ?

a) Si Va = Vg =5V els dos transistors estan a la zona de tall i Vout =5 V.

b) Si Va = Vg =0 els dos transistors estan a la zona activa i Vou = 0.

c)SiVa=5ViVg=0V el transistor A esta a la zona de saturacio, el B a la de tall i Vo, = 0.
d) SiVa=01iVg =5V el transistor A esta a la zona activa, el Baladetall i Vo, =5 V.

5VT

Va

Ve



Cognoms i Nom: Codi:

Examen parcial de Fisica ELECTRONICA
12 d’abril del 2012

Problema (50% de I'examen)

Els diodes del circuit de la figura estan caracteritzats per una tensio llindar V, = 0.7 V, els
transistors per V, = 0.7 V, B = 100 i Vcgsar = 0.3V.
a) Suposant que quan els transistors condueixen ho fan en saturacio, calculeu V¢, Vp, Iy, I, I3 i

Vout SI R2= 1 kQ, quan:
a.l.Va=Ve=0V
a.2.Va=5V,Vg=0V
a.3.Va=Ve=5V
b) Construiu la taula logica corresponent al circuit i digueu a quina porta correspon.
c) Calculeu el valor minim de R, per tal que la regié de conduccid dels transistors sigui la de
saturacio.

R1=10kQ I

RESOLEU EN AQUEST FULL:



Respostes correctes de les questions del test

Questié | Model A | Model B
1 b d
2 d
3 c b
4 b C
5 c c

1.- Entre les bandes de conduccid i de valéncia hi ha una diferéncia d’energia diferent de zero
que es coneix com band-gap..

La conduccio en un semiconductor extrinsec tipus p és majoritariament deguda als forats que hi
ha a la banda de valéncia.

En els semiconductors extrinsecs de tipus n el nombre d'electrons és molt superior al de forats.
En els semiconductors intrinsecs el nombre d'electrons és el mateix que el de forats.

2.- Quan el diode deixa passar el corrent la tensio entre els seus terminals és constant (en el cas
ideal) i de valor V, . Aix0 fa que per la resisténcia no variin ni la tensio (igual a la del diode) ni
la intensitat (de valor I = V, / R). L’augment de la intensitat total implicara un increment
proporcional de la intensitat que passa pel diode.

3.- Donada la orientaci6 de la pila la hipotesi més raonable és que el diode de I’esquerra es troba
en tall i el de la dreta en polaritzacio directa, tal i com s’indica a I’esquema

Ry =1kQ

|1 |2

I catode\

anode\ I lT v Ro=1ke

Enaquestcas I, =V, /R, =0.7mA, il =(20-V,)/ Ry =19.3 mA, el que fa que la intensitat
pel diode de la dreta valgui | = 18.6 mA > 0 (i per tant consistent amb el fet que es troba en
polaritzacié directa). La tensié al de I’esquerra val Vanode - Vcatode = -0.7 V, al ser negativa i
menor en valor absolut que Vz, tambeé és consistent amb la regio de tall.

20V

4.- El punt de tall amb I’eix horitzontal ens dona V¢ = 10 V, mentre que el punt de tall amb el
vertical correspon a Vcc/Re = 10 mA = Rc = 1 kQ. Pel que fa al punt de treball P, com es troba
a la regio activa tindrem 3 =Ic/lg = 100. Pel que fa al punt Q, tenim que a I’entrada del transistor
es verifica Vg - IsRg - Ve = 0, d’on resulta

Vee = IgRg +V, = (100pA)(100 k) +0.7=10.7V

5.- En qualsevol dels casos els transistors es troben a la regi6 de tall si la seva entradaés0 Vi a
la de saturacid si I’entrada és de 5 V. Quan n’hi ha al menys un en saturaci¢ la sortida sera
properaa0 V.



Resolucié del problema
a) (6 punts)

Va (V) Ve (V) Ve (V) Vb (V) lL(mA) | Lb(MA) | I3(MA) | Vou (V)
0 0 0.7 0.7 0.43 0 0.43 5
5 0 14 0.7 0.36 4.7 0.43 0.3
5 5 14 14 0.36 4.7 0.36 0.3

b) (2 punts)
Es tracta d’una porta NOR

A B out
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

c) (2 punts)

Sempre que condueixen es troben saturacid, podem estudiar el cas més senzill en el que sols un
d’ells esta obert VA=5V, Vg =0V

A I’entrada del transistor A tindrem una intensitat I; = 0.36 mA,
en saturacio es verificara 1, < I i també Vce ~ Vcesat , de forma que
I, = (5 - VCEsat)/RZ <36 MA=R,>1306Q

(Si analitzem el cas Va =5V = Vg, la limitacié que en resulta és R, > 130.6/2 Q = 65.3 Q, i per
tant la solucio anterior ja té en compte aquest cas)




